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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月15日(2012.3.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１導電型のドリフト層と、
　前記ドリフト層の一主面側において、第１方向に延在する形状であって前記第１方向と
直交する第２方向に平行して配列されるように形成された絶縁ゲートと、
　一対の前記絶縁ゲートに挟まれたゲート間領域に形成された第２導電型のベース領域と
、
　前記ベース領域において前記絶縁ゲートと隣接して形成された第１導電型のエミッタ領
域と、
　前記エミッタ領域と接続されたエミッタ電極と、
　前記ドリフト層の他主面側に形成された第２導電型のコレクタ層と、
　前記コレクタ層と接続されたコレクタ電極と、を含んで構成され、
　前記ベース領域は、前記第１方向に沿って前記ドリフト層により複数に分離されており
、
　前記ベース領域と前記ドリフト層との間には、第１導電型の不純物濃度が前記ドリフト
層よりも高い正孔排出抑制領域が形成され、
　前記ドリフト層と前記エミッタ電極とは絶縁されていること、を特徴とする絶縁ゲート
バイポーラトランジスタ。
【請求項２】
請求項１に記載の絶縁ゲートバイポーラトランジスタであって、
　前記絶縁ゲートは、前記ドリフト層の一主面から前記ベース領域よりも深くなるように
形成されたトレンチ内に形成されていること、を特徴とする絶縁ゲートバイポーラトラン
ジスタ。
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【請求項３】
請求項２に記載の絶縁ゲートバイポーラトランジスタであって、
　前記ドリフト層及び前記正孔排出抑制領域と前記エミッタ電極とは、層間絶縁膜によっ
て絶縁されていること、を特徴とする絶縁ゲートバイポーラトランジスタ。
【請求項４】
請求項３に記載の絶縁ゲートバイポーラトランジスタであって、
　前記エミッタ領域と前記ドリフト層とは、前記ベース領域を介して分離されていること
、を特徴とする絶縁ゲートバイポーラトランジスタ。
【請求項５】
請求項４に記載の絶縁ゲートバイポーラトランジスタであって、
　一の前記ゲート間領域とこれに隣接する他の前記ゲート間領域とでは、前記第２方向に
おいて前記ドリフト領域がずれるように配列されていること、を特徴とする絶縁ゲートバ
イポーラトランジスタ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　各構成要素について詳述すると、ゲート電極７は、紙面Ｘ方向に伸びるようなストライ
プ形状である。そして、これらは平行して紙面Ｙ方向に複数配列される。ゲート電極７は
、ＩＧＢＴ１Ａの周囲に形成されたゲート引き回し配線８と接続されて制御される。また
、Ｐ＋型導電型のガードリング６は、ゲート引き回し配線８に囲まれた領域であってゲー
ト電極７を除く領域の周囲に形成される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　ＩＧＢＴ１Ａがオン状態のとき、すなわち、エミッタ電極９がアースに接続され、コレ
クタ電極１２に正電圧が印加されると、ドリフト層２とベース領域３とからなるＰＮ接合
は逆バイアスとなる。この状態においてゲート電極７にエミッタ電極９との間で閾値以上
の正電圧が印加されると、Ｃ－Ｃ´における断面（図４）においては、ベース領域３には
ゲート電極７に沿ってＮ導電型に反転したチャネルが形成される。すると、当該チャネル
を介して、電子は、エミッタ領域４からドリフト層２に電子が注入される。これにより、
コレクタ層１１からドリフト層２に正孔が注入され、ドリフト層２において伝導度変調が
生じて、ドリフト層２の抵抗が低くなる。
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